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® Intogrierte Halblertorschaltungseinrichtung 

(§) In einer integrierten Halbleiterschartungseinrichtung ge- 
maS dar Erfindung tst eine Leitung fur ein fbdertes Potential 
langerais in dar integrierten Halbleiterschaitungseinrichtung 
erforderiich ausgedehnt, so daS elne parashare Induktivitit 
der Laitung fur ein fbdertes Potential vergroSert wird und 
dementsprechend ein LC-Rlter (TiefpaS-Rlter) rur Absorp- 
tion hochfrequenten Rauschens betrieban .wird. 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf eine mtegrierte Haib- 
leiterschaltungseinrichtung, die zur Handhabung elek- 
tromagnetischer Interf erenzen verbessert ist 

Fig. 1. stellt Lo Schaubild eines Beispiels eines Auf- 
baus einer herkommlichen integrierten Halbleiterschal- 
tungseinrichtung dar. Die integrierten Halbleiterschal- 
tungseinrichtung ist mh einer Schaltungseinheit 5, die 
eine CPU 5b einschlieBt, einen Bus 8 wie z. B. eirien 
Datenbus, einen Adressenbus oder ahnliches, der so ver- 
drahtet ist, daB er die Schaltungseinheit 5 umschlieBt, 
AnschluBkontaktflachen 9, die an der Peripherie des 
Busses 8 angeordnet sind, eine Osziliatorschaltung zum 
Erzeugen von Pulsen, sowie eine Takterzeugerschal- 
tung 7 zum Erzeugen von Systemtakten aus den von der 
Osziliatorschaltung 6 zugefuhrten Pulsen ausgestattet 

Eine VersorgungsanschluBkontaktflache 2 und eine 
MasseanschluBkontaktflache 4 sind in den AnschluB- 
kontaktflichen 9 eingeschlossen. Eine, von der Versor- 
gungsanschlufikontaktflache 2 ausgehende Versor- 
gungsleitung 1 ist mit der Schaltungseinheit 5, der Oszil- 
iatorschaltung 6 und der Takterzeugerschaltung 7 ver- 
bunden. Eine Masseleitung 3 ist von der MasseanschluB- 
kontaktflache 4 mit der Schaltungseinheit 5, der Oszilia- 
torschaltung 6 und der Takterzeugerschaltung 7 ver- 
bunden. 

Fig. 2 stellt das aquivalente Schaltungsdiagramm der 
integrierten Halbleiterschalmngseinrichtung der Fig. 1 
dar. Die Schaltungseinheit 5, die Osziliatorschaltung 6 
und die Takterzeugerschaltung 7 sind parallel zueinan- 
der zwischen der Versprgungsleitung 1 und der Masse- 
leitung 3 verbunden. Eine Kapazitlt C an jeder Stufe 
dieser Leiterschaltung und jede Induktivitat L der Ver- 
sorgungsleitung 1 und der Masseleitung 3 an beiden 
Seiten der Stufe bilden einen LC-Rlter, der als TiefpaB- 
FUter wirkt 

Die Versorguhgsleitung 1 und die Masseleitung 3 sind 
jeweils so angeschlossen, daB sie von der Versorgungs- 
anschluBkontaktflache 2 und der MasseanschluBkon- 
taktflache 4 fiber minimale Distanzen zur Schaltungs- 
einheit 5, der Osziliatorschaltung 6 und der Takterzeu- 
gerschaltung 7 verlaufen, um zu gewahrleisten, daB die 
integrierte Halbleiterschalmngseinrichtung in einer 
kleinen Flache angeordnet werden kaniu Mit anderen 
Worten, sind die Versorgungsleitung 1 und die Masse- 
leitung 3 so kurz wie raoglich gebildet, so daB parasitare 
Indiiktivitatskornponenten durch das Ausrichten bzw. 
die Anordnung der Verdrahtung reduziert sind 

In der wie oben erwahnten integrierten Halbleiter- 
schaltungseinrichtung wird manchmaj em Potential zwi- 
schen der Versorgungsleitung 1 und der Masseleitung 3 
durch das Rauschen einer AC-Versorgungsquelle ge- 
stort bzw. verschoben. Um diese Stdrung zu verhindern 
wird im allgemeinen zwischen der Versorgungsan- 
schluBkontaktflache 2 und der MasseanschluBkontakt- 
flache 4 eih Bypass-Kondensator eihgesetzt, wodurch 
das. Rauschen der Versorgungsquelle entfernl wird. 
Wenn jedoch die Versorgung^ahschluBkontaktflache 2 
nicht weniger als einen vorgegebenen Abstand yon der 
MasseanschluBkontaktflache 4 entfernt ist, so ist die Zu- 
leitung des Bypass-Kondensators lang und die Induk- 
x tion erschwert es, das Rauschen vollstandig zu entfer- 
nen. Daruber hinaus kann das Rauschen der AC-Versor- 
gungsquelle nicht in ausreichender Weise entfernt wer- 
den, wenn das-Rauscheh sehr groB ist 

Wermdie^Vereorgungsldr^ 
3 kleine Induktivitatskomponenten aufweisen, so weist 
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in den zuvor erwahnten Fallen der LC-Fiher (TiefpaB), 
der aus den Induktivitatskomponenten und den parasi- 
taren Kapazitatskomponenten zwischen der Versor- 
gungsleitung 1 und der Masseleitung 3 gebildet ist, eine 
5 kleine Efftzienz auf, woraus resultiert, daB EMS (elek- 
tromagnetische Suszeptibilitat) nur schlecht angewen- 
det werden kam t ohne dafi dabei das Rauschen elimi- 
niert wird und L eine in.der Schaltungseinheit 5 einge- 
schlossene funktibnale Schaltung faischhcherweise an- 

io gesteueri wircL " 

Die Osziliatorschaltung 6 und die Takterzeugerschal- 
tung 7 bestehen aus CMOS-Transistoren. Wenn an ei- 
nem Gate des CMOS-Transistors em L-Potentialpegel 
angelegt wird, so befindet sich ein P-Kanal MOS-Tran- 

is sistor, bei dem eine Source mh der Versorgungsleitung 
1 verbunden ist, im leitenden Zustand und halt eine 
Drain desselben auf dem H-PegeL Wenn dagegen ein 
Potential mh H-Pegel an dem Gate des CMOS-Transi- 
stors anliegt, so befmdet sich ein N-Kanal MOS-Transi- 

20 stor, bei dem eine Source mit der Masseleitung 3 ver- 
bunden ist AN-Zustand und halt eine Drain desselben 
aufdemL-PegeL 

Da die Drain des P-Kanal MOS-Transistors und die 
Drain des N-Kanal MOS-Transistors der CMOS-Tran- 

25 sistoren miteinander verbunden sind, werden P-Kanal 
MOS-Transistor und der N-Kanal MOS-Transistor 
gleichzeitig in der Mitte eines Umwechselns des Einga- 
bepegels der CMOS-Transistoren eingeschaltet 
Dementsprechend flieBt ein Strom entlang der Route 

30 von der VerorgnngsansdiluBkontaktflache 2 — ► Ver- 
sorgungsleitung 1 P-Kanal MOS-Transistor 
N-Kanal MOS-Transistor — ► Masseleitung 3 zur Masse- 
anschluBkontaktflache 4 und ein Durchlafistrom flieBt 
zwischen der VersorgungsspannungsanschhiBflache 2 

35 undderMasseanschluBflache4. 

Da der DurchlaBstrom in der Osziliatorschaltung 6 
und der Takterzeugerschaltung 7 haufiger flieBt, da die 
Schaltungen 6 und 7 mit holier Geschwindigkeit ange- 
steuert werden, ist der Durchschnittsbeitrag des Durch- 

40 laBstroms erhoht, und demzufolge fluktuiert das Poten- 
tial der Versorgungsleitung 1 in groBem MaBe. Trotz 
dieser Tatsache sind jedoch parasitare Induktivitaten 
der Versor^ngsleitung 1 klein und der LC-Filter besitzt 
wenig Effizienz, wie dies oben ausgefuhrt wurde. Dem- 

45 zufolge kdnnen an der Versorgungsleitung 1 als Resul- 
tat der Fluktuationen erzeugte hochfrequente Weilen 
wahrend der Obertragung entlang der Versorgungslei- 
tung 1 nicht absorbiert werden, sondern werden auf 
VersorgungsanschluBkontaktflache 2 Gbertragen und 

so verursachen unerwQnschte Strahlung, d h. EMI (elek- 
tromagnetisc^elnteif erenzen). 

Ein tatsachiiches Beispiel, wie der obige Mechanis- 
mus die Absorption von Rauschen verhindert, wird im 
folgenden erklart 

55 Die parasitare Induktivitat einer Aluminiumverdrah- 
tung wird nlhenmgsweise als 0,1 nH pro 100 \ur\ ange- 
nommen. Wenn demzufolge eine Verdrahtungslange 
der Versorgungsleitung 1 100 jim betrigt, so betragt die 
an der Versorgungsleitung 1 anliegende parasitare In- 

60 duktivitit 0,1 nH. Wenn die an der Versorgungsleitung 1 
wirkende parasitare Kapazitat naherungsweise 10 pF 
betrigt, so wirken die der Versorgungsleitung 1 zuge- 
fuhrte Induktivitat und Kapazitat so, wie dies in Fig. 3 
dargestellt ist 

65 ®*^ m m ^8* 3 gezetgten Versorgungsleitung 1 
wirkende Induktivitat und Kapazitat sind durch eine 
ter^jiiara^ 

mit einer RauscherzeugerqueQe 100 geschahet ist, deren 
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anderes Ende auf Masse liegt, dargestellt, sowie durch ist ein Anordnungsmuster einer Verdrahtungsschicht, 
eine Impedanz Zc der kapazittren Komponente, die weicbe ausschlieBlich fur eine Versorgungsverdrahtung 
parallel zu der Rauscherzeugerquelle 100 und der Impe- und eine Masseverdrahtung gebildet ist, so gebildet, daB 
danz Zl geschaltet ist, und deren anderes Ende auf Mas- eine Flache, die durch eine modulare Zelle eingenom- 
se liegt Sie stellen ein Aquivalent zu einem LC-Fdter 5 menwux^vollstandigeingesdiloKenisLDieoffengeleg- 
dar, der einen AnschluBknoten zwischen den Impedan- te japanische Patentanmeldung Nr. 6-104720 (1994) 
zen Zl und Zc ab Ausgabeanschlufl 101 aufweist stellt eine integrierte Hdbleherechaltungseinriditung 

Berucksichrigt man zum Beispiel unter den von der mit einer eingebauten Konstantspannungsquelle dar. 
Rauscherzeugerquelle 100 erzeugten Frequenzkompo- Die Erfimlung wurde zur Losung der oben beschrie- 
nenten eine Frequenz von 100 MHz, so werden die Im- 10 benen Probieme ersonnen und es ist die Aufgabe der 
pedanzenZuZcwiefolgt dargestellt: vorliegenden Erfindung, eine integrierte Halbieiter- 

schaltungseiririchtung vorzusehen, in der eine Versor- 
Zl = 2 ji fL = 2 71 x 100 x 10 6 x 0.1 x 10" 9 = gungslehung und eine Masseleitung mit einem umgelei- 
<M>63(Q) teten Abschnitt, durch den die parasitire InduktivitSt 

Zc - x h * fC = 1/(2 7t x 100 x 10 6 x 10 x 1(T 12 ) % 15 derselben erhoht werden soil, angeordnet ist, wodurch 
160(H). verbesserte Eigenschaften gegen elektromagnetischen 

Interferenzen, die durch das Rauschen einer AC-Lei- 
Demzufolge wird unter der Annahme, dafl z. B. Rausch- stungsquelle verursacht werden, sowie gegen das Rau- 
komponenten der GrdBenordnung 1 mV von der schen von Durchgangsstrdmen in einem CMOS-Transi- 
Rauscherzeugerschaltung 100 ausgegeben werden, der 20 stor, etc erzieh werdea 

Betrag. der an den AusgabeanschluB 101 Qbertragenen Diese Aufgabe wird durch eine integrierte Halbleiter- 
Rauschkomponenten kaum abgeschwacht, wie dies aus schaltungseinrichtung nach Anspruch 1 gelost Weiter- 
folgender Gleichung offensichtlich ist: bildungen der Erfindung sind in UnteransprQchen ange- 

geben. 

Zc/(Zc + Z L ) x 1 mV % 05996 1 mV. 25 GemaB der Erfindung wird eine Leitung fQr ein fbrier- 

tes Potential auf der integrierten Halbleiterschaltungs- 
Da ein Frequenzband urn 100 MHz in Abstimmgeraten einrichtung linger als dies erforderlich ist ausgebiWet 
von TV-Empfcngern verwendet wird, werden, wenn wird, urn so die parasitlre Induktrvitat derselben zu er- 
Strahlungsrauschen im Frequenzband von 100 MHz er- hShen. Der Effekt des daraus resultierenden LC-Filters 
zeugt wird, Bilder von TV-Empfangern unvorteilhaft 30 (TiefpaB) wirkt zur Absorption von hochfrequentem 
gestdrt oder es treteh ahnliche unerwunschte Probieme Rauschen. 

au *' Die integrierte Hdbleiterschaltungseinrichtung der 

Zur Losung der oben beschriebenen Probieme wur- Erfindung ist durch eine Leitung fQr ein fixiertes Poten- 
den wlhrenddessen folgende integrierte Halbleiter- tial gekennzeichnet, die von einer AnschluBkontaktfla- 
schaltungen vorgeschlagea Ins besondere offenbart die 35 che mit einem fixierten Potential zu einer Schaltungs- 
off engelegte japanische Patentanmeldung Nr. 64-57746 einheh gefuhrt wird und von der ein Abschnitt zur Ver- 
(1989) eine integrierte Halbleiterschaltung, in der eine groBerung der parasitaren indukthdtat auf dem Sub- 
Spule auf dem Halbleitersubstrat unter Verwendung strat gefuhrt wird Aufgrund der Leitung fur ein fixiertes 
von zwei oder mehr Aluminiunischichten gebildet ist Potential im obigen Aufbau sind induktive Komponen- 
Eine integrierte Halbleiterschaltung einer komplemen- 40 ten, die parasitar an der Leitung fOr ein fixiertes Potenti- 
taren Bauart ist in der offengelegten japanischen Pa- al wirken, erfioht, wodurch der Effekt des LC-Fdters, 
tentanmeldung Nr. 60-231355 (1985) offenbart und ist der durch die induktive Komponente und die kapazitare 
mit einem internen Versorgungssystem zur ZufOhrung Komponente gebildet ist, oft vergroBert wird, urn so die 
von Elektrizitit an eine interne Schaltung, einem peri- Absorption von Rauschen der AC-Leistungsquelle so- 
pheren Versorgungssystem zum ZufOhren von Elektri- 45 wie Rauschen der Durchgangsstrome im CMOS-Transi- 
zitat an eine periphere Schaltung sowie mit Abschwt- stor etc. zu ermoglichen. 

chungseinrichtungen zum Zufuhren einer Spannung des Die Leitung fQr ein fixiertes Potential sollte umiB. 
peripheren Versorgungssystems in das interne Versor- nicht weniger als eine viertel Umdrehung in der Peri- 
gungssystem unter Abschwachung der Spannungs3nde- pherie der Schaltungseinheh umgeleitet sein. 
rung vorgesehen. Dagegen ist ein integriertes Schal- 50 IndemFau\mdemffleL^tungffr^ 
tungspaket mh hoher Geschwindigkeit, wie es in der tial, die von der AmdiuBkontaktfiache des fixierten Po- 
offengelegten japanischen Patentanmeldung Nr. tentials zu einer Osziflatorschaltung veriauft, einen Ab- 
61-239649 (1986) diskutiert ist, so ausgelegt, daB es zwi- schnitt aufweist, der zur YergroB^rung der parasitaren 
schen Drahten eine Verbindung herstellt, in denen sich Induktrvitat umgeleitet ist, liegt zusStzlich zu den zuvor 
ein hochfrequentes Signal fiber einen verbindenden Ab- 55 erwihnten Effekten eine besdnders eifektive Absorp- 

: schnitt mit kleiner Induktionskomponente ausbreitet, tion des durch die Durchgangsstrome der in der Osziila- 
wihrend es zwischen Drthten zur ZufOhrung elektri- torschakung enthaltenen CMOS-Transistoren verur- 

, N scher Leistung mit Hilfe von AnschluBteilen mit hoher sachten Rauschens von 

; induktiver Komponente verbunden ist Des weiteren wird in dem Fall, in dem die Leitung fur 

Des weiteren beschreibt die offengelegte japanische 60 ein fixiertes Potential von der AnschluBkontaktfltche 
Patentanmeldung Nr. 4-260341 (1S92) eine integrierte des fixierten Potentials zu einer Takterzeugerschaltung 
Halbleiterschaltungseinrichtung, in der ein internes Ver- einen Ahschnitt aufweist, der zur Erhohung der parasi- 

\ hindungsende zwischen einer Versorgungsleitung und tiren Indtiktivitfit umgeleitet ist, nicht nur der obige 
einer .Masseleitung unterteil? ist, um die C^gejundukti- Effekt erreicht, sbndefn es \^auch Rauschen, welches 
vitfit- einer int men und einer externen SchStog zu 65 auf den Durchgangsstromen der CMOS-Transistoren, 
--er]!Qh^b>^«&aflg^ ^0 Jg> jr||fe^^^sakltulig entBalfen sin$ oder 
HaO>leitench^tungfwiedeinq^rp §hntichembei^taDsdrbiert 

schen Patentanmeldung Nr. 3-7614i2 (195 if^ffiskutiert ist, Die Leitung fur ein fixiertes P tential v n d r An- 
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schluBkontaktflache des fixierten Potentials zur Takter- Fig. 1 2 ein Diagramm des Aufbaus einer integrierten 

zeugerschaltung kann zur Erhdhung der parasitaren In- Halbleiterschaltungseinrichtung gemaB einer sedisten 

duktivitat durch eine Schaltungseinheit umgeleitet wer- Ausfuhrungsform der Erfindung; 

{ j ea Fig. 13 ein einer Schattung mit iner Schaltungsein- 

In einer integrierten Haibleiterschaltung der vorli - 5 heft und einer Takterz ugerschaltung der integrierten 

genden Erfindung and eine rate Leitung fQr ein fbder- Halblefterschaltungseinriditung der Fig. 12 aquivalen- 

tes Potential von einer ersten Anschluflkontaktflache tes Schahbild und 

nrit einem fixierten Potential aus pah der Takterzeuger- Fig. 14 ein Schaubild des Aufbaus einer integrierten 
schaitung verbunden, und eine zweite Leitung fQr ein Halbleiter^altungsehiri^ gemaB einer siebten 
fixiertes Potential von einer zweiten KontaktanschluB- 10 AusfOhrungsform der Erfindung. 
flache mit fixiertem Potential aus mit der Takterzeuger- Fig. 4 zeigt den Aufbau einer integrierten Haibleiter- 
schaltung verbunden, wahrend eine Potentialleitung schaltungseinrichtung gemaB einer ersten Ausfuhrungs- 
parallel zu der anderen Potentialleitung verlauft Dem- form der Erfindung. Die integrierte Haibleiterschal- 
entsprechend werden die parasitaren induktiven Kom- tungseinrichitung tst mit einer Schaltungseinheit 5, die 
ponenten der ersten und zweiten Leitung fQr ein fbder- 15 eine CPU 5b einschliefit, einem Bus 8 wie z. B. einem 
tes Potential erfadht, wodurch der Effekt des LC- Filters, Datenbus, einem AdreBbus oder ahnlichem, der so aus- 
der aus induktiven und kapazitaren Komponenten zu- gelegt ist, daB er die Schaltungseinheit 5 umgibt, sowie 
sammengesetzt ist, verbessert wird, so daB Rauscben mit AnschluBkontaktflachen 9, die auBerhaib des Busses 
von der AC-Leistungsquelle, insbesondere Rauschen 8 angeordnet sind, versehen. 

aufgrund der Durchgangsstrdme der CMOS-Transisto- 20 . Die AnschluBkontaktflachen 9 schlieBen eine Versor- 

ren, die in der Takterzeugerschaltung eingeschlossen gungsanschluBkontaktflache 2 und eine MasseanschluB- 

sind,absorbiertwird kontaktflache 4 ein. Eine Versorgungsleitung la wird 

AJternativ dazu kdnnen die erste Leitung fQr ein fi- von der VersorgungsanscnluBkontaktflache 2 zur Schal- 

xiertes Potential von der ersten Anschluflkontaktflache tungseinheit 5 geleitet bzw. gefQhrt In ahnlicher Weise 

mit fixiertem Potential zur Takterzeugerschaltung und 25 erstreckt sich eine Masseleitung 3a von der Massean- 

die zweite Leitung fur ein fixiertes Potential von der sctyuBkontaktflache 4 zur Schaltungseinheit 5. 

zweiten Anschluflkontaktflache mit fixiertem Potential Sowohl die Versorgungsleitung la als auch die Mas- 

zur Takterzeugerschaltung mit der Takterzeugerschal- seleitung 3a sind mit der Schaltungseinheit 5 verbunden, 

tung in einem Zustand verbunden sein, in dem zumin- nachdem sie innerhalb der AnschluBkontaktflachen 9 so 

dest ein Abschnitt, der langer als die Haifte der vollstan- 30 gefQhrt wurden, daB jede Leitung zum Beispiel zweiraal 

digen Lange einer Potentiallinie ist, benachbart undpar- sola^odergraBeralsdiekurzesteStreckeist 

allel zu der anderen Potentialleitung verlauft Fig. 5 stellt ein aquivalentes Scfaaltbild der integrier- 

Weitere Merkmale und Zweckmafiigkeiten der Erfin- ten Haibleiterschaltung dar, in der ein Kondensator C 

dung ergeben sich aus der folgenden Beschreibung von an einer Stufe der Leiterschaltung und jede Induktivitat 

AusfQhrungsbeispielen anhandder Figuren. Von den Fi- 35 L der Versorgungsleitung la und der Masseleitung 3a 

gurenzeigen: an betden Seiten des Kondensators C einen LC-Filter 

Fig. 1 ein Schaubild, welches den Aufbau einer her- bflden. Die Schaltungseinheit 5 ist zwischen der Versor- 

kommlichen integrierten Halbleitei^altungseinrich- gungsleitung lauMderMasseldtung3averbunden. " 

tung zeigt; Im obigen Aufbau der integrierten Halbleiterschal- 

Flg. 2 ein der in Fig. 1 gezeigten integrierten Halblei- 40 tung wirken grofie Induktrvitaten L und groBe Kapazi- 

terschaltungseinrichtung aquivalentes Schahbild; . taten G zur Bildung-des LC-Filters parashar an der Ver- 

Flg. 3 ein Schahbild, welches die zusatzlich an der sorgungsleitung la und der Masseleitung 3a. Dement- 

Versorgungsleitung wirkenden Induktivitaten und Ka- sprechend kann selbst dann, wenn die Rauschenleistung 

pazitaten zeigt; nicht vollstandig durch einen Bypass- Kondensator ab- 

Fig. 4 ein Schaubild des Aufbaus einer integrierten 45 sorbiert wird, das Rauschen durch die Versorgungslei- 

Halbleiterschaltungseinrichtung gemaB einer ersten tung la und die Masseleitung 3a absorbiert werden. 

AusfOhrungsform der Erfindung; . Ein Absorptionsbetrag, insbesondere ein Abschwa- 

Fig. 5 ein Aqurvalenzschaltbild der integrierten Halb- chungsbetrag des Rauschens wird in einem Beispiel wie 

ldterschaltungseinrichtung der Fig, 4; folgt berechnet Die Induktivitat und die Kapazitat der 

Fig. 6 ein Schaubild des Aufbaus einer integrierten 50 Versorgungsleitung la sind entsprechend denen, die in 

Halbleiterschaltungseinrichtung gemaB einer zweiten Rg.3 dargestettt shid 

Ausfuhrungsform der Erfindung; Die zu der Versorgungsleitung 1 in Kg. 3 addierte 

Fig. 7 ein Schaubild des Aufbaus einer integrierten Induktivitat und Kapazitat wird durch eine Impedanz 

Halbleiterschaltungseinrichtung gemaB ether dritten Zl der induktiven Komponente, die In Serie mit der 

Ausfuhrungsform der Erfindung; 55 Rau^erzeugerqueDe 100 geschaltet ist, und die an ih- 

Fig. 8 ein aquivalentes Schahuiigsdiagramm einer Os- rem anderen Ehde geerdet ist, sowie durch eine Impe- 

zillatorschaltung der integrierten Halbleiterschaltungs- danz Zc der kapazitaren Komponente dargestellt, die 

einrichtungderFig.7; parallel zu der Rauscherzeugerquelle 100 und der Impe- 

Fig. 9 ein Diagramm des Aufbaus einer integrierten danz Zl geschaltet ist, und deren anderes Ende auf Mas- 
Halbleiterschaltungseinrichtung gemaB einer vierten eo se liegt Die Incfaktivitat und die Kapazitat bilden das 

Ausfuhrungsform der Erfindung; Schakungsaquiyaient zu einem LC-filter, in dem ein 

Fig. 10 ein ein r Schaitung mit einer Schaltungsein- Verbindungsknoten zwischen d n Impedanzen Zl und 
heit und einer Takterzeugerschaltung der integrierten Zc ak AusgabeanschluB 101 dient 

V Halbleherschalr^gseiiuichtung der Fig 9 aquivalentes Wenn zum Beispiel die Versorgungsleitung la Qber 

Schaltbild; 65 3 n^umjelejiet wird, uriter der Anriahihe, daB beim 

Fig. \ 1 can Schaubild des Aufbaus einer integrierten yo^^T mer j^ulktivitat von 30 hH eine Kapazitat 

HalEleftel^^n^^ vot ^ pF^anWeW 

. Ausfuhrungsform der Erfindung; und xne Rauscheraeugerquelle 100 MHz aufweist, gilt 
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fQr die Impedanzen Zl, und Zc: ten L der Versorgungsleitung 1c und der Masseleitung 

3c zu beiden Seiten der Kondensat ren C bilden in der 

Zl =» 2nfL « 2* x 100 x 10 6 x 30 x 10~ 9 « 18^(0) aquival nten Schaltung einen LC-Filter. Die OszDlator- 

Zc «= 'A n fC » 1/(2 * x 100 x 10 6 x 200 x lO" 1 *) = schaltung 6 ist zwisdien der Versorgungsleitung lc und 

7.96(0). s der Masseleitung 3c angeschlossen. 

GroBe Induktivitaten L und groBe Kapazitaten Q, die 
Der Abschwachungsbetrag betrigt dann entsprechend parasitar an der Versorgungsleitung lc und der Masse- 
Zc/(Zc+Zl) ■ 03. Fig. 6 stellt ein Diagramm des Auf- leitung 3c wirken, bilden den LC-Filter in der integrier- 
baus einer integrierten Halbleiterschaltung gemafl einer ten HalbldterscMtungseinrichtung. Selbst wenn Rau- 
zweiten Ausfuhrungsform der Erflndung dar. Eine Ver- io schen der Leistungsversorgung, das Rauschen der Ver- 
sorgungsleitung lb ist von einer Versorgungsanschlufi- sorgungsquelle und/oder das Rauschen durch einen 
kontaktflache 2 mit einer Schahungseinheit 5 verbun- Durchgangsstrom eines CMOS-Transistors, in der Os- 
den. Eine Masseleitung 3b wird von einer Massean- ziDatorschaltung 6 durch einen Bypass-Kondensator 
schluBkontaktflacne 4 an die Schaltungseinheh 5 ge- nicht voUstindig absorbiert werden, so absorbieren die 
fuhrt Die Versorgungsleitung lb und Masseleitung 3b 15 Versorgungsleitung lc und die Masseleitung 3c das 
werden, nachdem sie z. B. eine viertel Umdrehung oder Rauschen. Ein Absorptionsbetra& d h. ein Abschwt- 
mehr in der Peripherie der Schaltungseinhdt 5 umgelei- chungsbetrag des Rauschens wird auf die gleiche Weise 
tet wurden, der Schahungseinheit 5 zugefuhrt In den wie in der ersten Ausfuhrungsform erhalten. 
anderen Punkten entspricht der Aufbau der zwehen Fig. 9 stellt ein Diagramm des Aufbaus einer inte- 
Ausfuhrungsform dem der ersten Ausfuhrungsform, es 20 grierten Halbleitersciialtungseinrichtung gemifi einer 
werden fur diese dieselben Bezugszeichen verwendet, vierten AusfQhrungsform der Erflndung dar. In der inte- 
auf die weitere Beschreibung derselben wird verzichtet grierten Halbldterschaltungsednrichtung ist eine Schal- 
Eine Aquivalenzschaltung der integrierten Halbieiter- tungseinheit 5 mit einer CPU 5b vorgesehen, ein Bus 8, 
schaltungseinrichtung der zweiten Ausfuhrungsform ist insbesondere ein Datenbus, ein AdreBbus, eta, der die 
dieselbe wie in Fig. 5. 25 Schaltungseinheit 5 umgibt, AnschluBkontaktflachen 9, 

GroBe Induktivitaten L und groBe Kapazitaten C wir- die auBerhalb des Busses 8 angeordnet sind, einer Oszil- 

ken parasitar auf die Versorgungsleitung lb und die latorschaitung 6 zur Erzeugung von Pulsen, sowie eine 

Masseleitung 3b und bilden hierdurch in der integrier- Takterzeugerschaltung 7 zur Bildung von Systemtakten 

ten Halbleiterschaltungseinrichtung einen LC-Filter. aus den in der Oszillatorschaltung 6 erzeugten Pulsen. 

Selbst wenn das Rauschen der Versorgungsleistung 30 Die AnschluBkontaktflachen 9 schlieBen eine Versor- 

nicht in ausreichender Art und Weise durch einen By- gungsanschluBkontaktflache 2 und eine Masseanschiufi- 

pass-Kondensator absorbiert werden kann, so wirken kontaktflache 4 ein. Eine Versorgungsleitung Id wird 

die Versorgungsleitung lb und die Masseleitung 3b zur von der VersorgungsanschluBkontaktfiache 2 an die 

Absorption des Rauschens. Ein Absorptionsbetrag des Schaltungseinheit 5, die Oszillatorschaltung 6 und die 

Rauschens, dh ein Abschwachungsbetrag des Rau- 35 Takterzeugerschaltung 7 gefuhrt, wahrend eine Masse- 

schens wird in derselben Weise wie in dem vorangehen- leitung 3d von der MasseanschluBkontaktflache 4 an die 

denemen Ausfflhrungsbeispielberechnet,dieBeschrei- Schaltungseinheit 5, die Oszillatorschaltung 6 und die 

bung wird deshalb abgekdrzt Takterzeugerschaltung 7 gefuhrt ist (die Versorgungs- 

Fig. 7 stellt ein Diagramm des Aufbaus einer inte- leitung Id und die Masseleitung 3d zur Oszillatorschal- 

grierten Halbleiterschaltungseinrichtung einer dritten 40 tung6sindinFig.9nichtgezeigt). Nachdemdie Versor- 

Ausfuhrungsform der Erfindung dar. Die Einrichtung ist gungsleitung Id und die Masseleitung 3d an der Innen- 

mit einer Schaltungseinheit 5, die eine CPU 5b ein- sehe der AnschluBkontaktflachen 9 so gefuhrt wurden, 

schliefit, versehen, sowie mit einem Bus 8, wie z. E einen dafi sie nicht kleinef als zweimal die Lange der kflrze- 

Datenbus, einem AdreBbus eta, der so angeordnet ist, sten Route sind, werden beide Leitungen Id und 3d in 

daB die Schaltungseinheit 5 von diesem umschlossen 45 die Schaltungseinheit 5 und die Takterzeugerschaltung 

wird, mit AnschluBkontaktflachen % die auBerhalb des 7 gefuhrt. 

Busses 8 angeordnet sind, einer Oszillatorschaltung 6 Fig. lOstelltein Aquivalenzschaltbild derSchaJtungs- 
zur Erzeugung von Pulsen, und einer Takterzeuger- einheit 5 der Takterzeugerschaltung 7 der integrierten - 
schaltung 7 zum Erzeugen von Systemtakten aus den Halbleiterschaltungseinriditung der Fig. 9 dar. In der 
Pulsen der Oszillatorschaltung 6. Die Anschlufikontakt- 50 Schaltung bilden ein Kondensator C an einer Stufen der 
flichen 9 schlieBen eine VersorgungsanschluBkontakt- Leiterschaltung sowie jede Induktivitaten L der Versor- 
fliche 2 und eine MasseanschluBkontaktflache 4 ein. Ei- gungsleitung Id und der Masseleitung 3d zu beiden Sei- 
ne Versorgungsleitung lc ist von der Versorgungsan- ten des Kondensators C einen LC-FUter. Die Schal- 
schluBkontaktflache 2 mit der Schaltungseinheit 5, der tungseinheit 5 und die Takterzeugerschaltung 7 sind 
Oszillatorschaltung 6 und der Takterzeugerschaltung 7 55 parallel mh dem LOFilter verbunden. 
verbunden. Von der MasseanschluBkontaktflache 4 ist In der integrierten Halbldterschaltungseinrichtung 
eine Masseleitung 3c mit der Schaltungseinheit 5, der bilden die groBen Induktivitaten L und Kapazitaten C, 
Oszillatorschaltung 6 und der Takterzeugerschaltung 7 die parasitar an der Versorgungsleitung Id und der 
verbunden (die Versorgungsleitung lc und die Masselei- Masseleitung 3d wirken, den LC-Fdter. Aufgnind des so 
tung 3c an die Takterzeugerschaltung 7 sind in Fig. 7 eo gebildeten LC-Filters werden, selbst wenn das Rau- 
nicht gezeigt). Die Versorgungsleitung lc und die Mas- schen der Leistungsversorgung und das Rauschen durch 
seleitung 3c fuhren zur Oszillatorschaltung 6, nachdem einen Durchgangsstrom ines CMOS-Transistors der 
sie so gefuhrt bzw. umgeleitet wurden, dafi sie z. B. zwei- Takterzeugerschaltung 7, nicht in ausreichender Weise 
mal so lang oder larger als die kurzest Route sind. durch einen Bypass-Kondensator absorbiert werden 
Fig. 8 stefit ein der Oszillatoi^cnaliujng 6 der inte- 65 ka1to f diiS f "Rius^to«cff"lct^ durch die Versdrgungslei- 
gri rten HaJbleiterschaltungseini^tuhg aquivalentes tungldund die Masseleitung 3d absorbiert Ein^Absorp- 
Scn^ toj^M^^ nonsbetf^des Rauschens, in. der Abschwachungsbe- 
ch'en Stufen der t^iterschaltung 'sowie dT Iridiucuvita- trag des Rauschens Wffffin der gleicheri Art und Weise 
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wie in der ersten Ausfuhrungsf rm berechnet, auf die latorschaltung 6 sind in der Zeichnung nicht gezeigt). 

erneute Beschreibung wird verzich tet Die Versorgungsleitung 1 f und die Masseleitung 3f wer- 

Der Aufbau einer integrierten Halbleiterschaltungs- den in die Takterzeug rschaltung 7 eingefuhrt, nachdera 

einrichtung gemaB einer fflnften Ausfuhningsform der sie das Innere der Schaltungseinheit 5a durchquert ha- 

Erfindung ist in einem Sdiaubfld der Fig. 1 1 gezeigt Die 5 ben. 

AnschluBkontaktflachen 9 schlieBen ine Versorgungs- Fig. 13 stellt ein Schahungsdiagramm dar, welches 

anschluBkontaktflache 2 und MasseanschluBkontaktfla- aquivalent zu der Schaltungseinheit 5a und der Takter- 

che 4 ein. Eme Versorgungsleitung le ist von der Ver- zeugerschaltung 7 der integrierten Halbleiterschaltung 

sorgungsanschlufikontaktflache 2 mit einer Schaltungs- ist Ein Kondensator C an einer Stufe der Leiterschal- 

einheit 5, einer Osziflatorschaltung 6 und einer Takter- 10 tung sowie eine Induktivitat L von jeweils der Versor- 

zeugerschaltung 7 verbunden, wahrerid erne Massetei- gungsleitung If und der Masseleitung 3f zu beiden Sei- 

tung 3e von der MasseanschluBkontaktflache 4 zur ten des Kondensators C wie sie in der Aquivalenten- 

Schaltungseinheit 5, der Osziflatorschaltung 6 und der schaltung angeordnet sind, bilden einen LC-Fiher. Ein 

Takterzeugerschaltung 7 veriauft (die Versorgungslei- Teil des LC-Filters, in dem die Versorgungsleitung If 

tung le und die Masseleitung 3e an die Oszillatorschal- is und die Masseleitung 3f durch die Schaltungseinheit 5a 

tung 6 sind in Fig. 1 1 nicht gezeigt). veriaufen, ist in der Schaltungseinheit 5a eingeschlossen. 

Die Versorgungsleitung le und die Masseleitung 3e Die Takterzeugerschaltung 7 ist an den Endabschnitten 

sind jeweils zur Schaltungseinheit 5 und der Takterzeu- der Versorgungsleitung If und der Masseleitung 3f an- 

gerschaltung 7 gefuhrt, nachdem sie in der Peripherie geschlossen. 

der Schaltungseinheit 5 uber einen Abstand, der nicht 20 In der integrierten HalbleitersdiaJtungseinrichtung 

kleiner als eine viertel Drehung bzw. % des Umf angs ist, mit oben beschriebenem Aufbau wirken grofle Indukti- 

gefuhrt worden sind. Der Aufbau der fGnften Ausfuh- vitaten L und Kapazitaten C parasitar auf die Versor- 

rungsform ist in den anderen Punkten der gleiche wie gungsleitung If und der Masseleitung 31, wodurch ein 

der der vierten AusfQhrungsfonn und auf die Beschrei- LC-Fdter gebildet wird Konsequenterweise konnen, 

bung der anderen Punkte, die mit gleichen Bezugszei- 25 selbst wenn das Rauschen der Leistungsversorgung und 

chen gekennzeichnet sind, wird verzichtet Eine aquiva- Rauschen. durch den Durchgangsstrom eines CMOS- 

lente Schaltung der Schaltungseinheit 5 und der Takter- Transistors inherhalb der Takterzeugerschaltung 7 

zeugerschaltung 7 der integrierten Halbleiterschal- nicht vollstlndig durch einen Bypass-Kondensator ab- 

tungseinrichtung ist die gleiche wie die in Fig. 10 gezeig- sorbiert werden kann, das Rauschen durch die Versor- 

te. 30 gungsleitung If und die Masseleitung 3f absorbiert wer- 

Auf grund der grofien Induktivitat L und der Kapazi- den. Ein Absorptionsbetrag, d. h. ein Abschwachungsbe- 

tat Q die parasitar an der Versorgungsleitung le und trag des Rauschens kann in diesem Fall mit den gleichen 

der Masseleitung 3e wirken, ist in der integrierten Halb- Gleichungen wie in der ersten AusfQhrungsfonn erhal- 

leiterschaltungseinrichtung ein LC- Filter gebildet Dem- ten werden und deshalb wird auf die Beschreibung der- 

zufolge werden, selbst wenn das Rauschen der Versor- as selbenhier verzichtet 

gungsleistung bzw. Leistungsrauschen und das Rau- Fig. 14 stellt ein Diagramm des Aufbaus einer inte- 

schen, verursacht durch den Durchgangsstrom eines grierten Hdbleiterschaltungseinrichnmg gemaB einer 

CMOS-Transistors der Takterzeugerschaltung 7, nicht siebteri Ausfuhrungsfonn der Erfindung dar. Anschlufi- 

volistandig durch einen Bypass-Kondensator absorbiert kontaktflachen 9 schlie&en eine VersorgungsanschluB- 

werden kann, das Rauschen durch die Versorgungslei- 40 kontaktflache 2 und eine MasseanschluBkontaktflache 4 

tung le und die Masseleitung 3e absorbiert Der Ab- ein. Eine Versorgungsleitung lg und eine Masseleitung 

sorptionsbetrag des Rauschens, bzw. der Abschwa- 3g sind jeweils von der Versorgungsanschlufikontaktfla- 

chungsbetrag des Rauschens wird in der gleichen Weise che 2 und der MasseanschluBflache 4 mit einer Schal- 

wie in der zuvor dargestellten ersten Ausfdhrungsform tungseinheit 5, einer OszOlatorschaltung 6 und einer 

erhalteh, die weitere Beschreibung wird daher abge- 45 Takterzeugerschaltung 7 verbunden (die Versorgungs- 

kurzt leitung lg und die Masseleitung 3g zuf Oszillatorschal- 

Der Aufbau einer integrierten Halbleiterschaltungs- tung 6 sind in Fig. 14 nicht gezeigt)! Die Versorgungslei- 

einrichtung einer sechsten Ausfuhrungsf orm der Erfin- tung lg und die Masseleitung 3g werden zu der Takter- 

dung ist in Fig. 12 gezeigt Die integrierte Halbleiter- zeugei^haItung7ineinemZustand gefuhrt t indemz. B. 

schaltungseinrichtungderFig. 12 sieht eine Schaltungs- 50 ein Teil der Masseleitung 3g nicht kleiner als % der 

einheit 5a mit einer CPU vor, einen Bus 8, wie z. B. einen gesamten Linge der Masseleitung 3g zur Takterzeuger- 

. Datenbus, einen AdreBbus, oder ahnlichem, der so ver- schaltung 7 parallel und neben der Versorgungsleitung 

drahtet ist, daB die Schaltungseinheit 5a von diesem lg veriluft Der Aufbau in anderen Punkten der inte- 

umgeben wird, AnschluBkontaktflachen 9, die aufier- grierten HaJbleiterschaltimgseinrichtung dieser Ausfuh- 

halb des Busses 8 angeordnet sind und die eine Versor- 55 rungsform ist der gleiche wie der der vierten Ausfuh- 

gungsanschlufiflache 2 und eine MasseanschluBkontakt- rungsform und demehtsprechend wird die Beschreibung 

flache 4 einschlieBen, einer Oszillatorschaltung 6 zur derselben verkurzt 

Erzeugung von Pulsen und eine Takterzeugerschaltung In der siebten AusfQhrungsfonn QieBt ein Strom von 

7 zum Erzeugen von Systemtakten aus den Pulsen in der der Versorgungsleitung lg zur Masseleitung 3g uber die 

Oszillatorschaltung 6. 60 Takterzeugerschaltung 7. Weiterhin ist die Versor- 

Eine Versorgungsleitung If ist beginnend von der gungsleitung ig neben ^und parallel zu der Masseleitung 

Versorgungsanschlufikontaktflache 2 mit der Schal- 3g angeordnet, wahrend der Strom in den Leitungen lg 

tungseinheit 5a, der Oszillatorschaltung 6 und der Takt- und 3g in gegensatzliche Richtungen flieBt Als Ergebnis 

erzeugerschahung 7 verbunden. Unterdessen ist eine davon ist eine Gegeninduktivitat der Versorgungslei- 

Masseleitung 3f yon der MasseanschluBkontaktfl|che 4 65 tung lg und der Masseleitung 3g in vers proportional zu 

mit der Schaltungseinheit 5a, der Oszfllatorschaltung 6 einem Abstand zwischen der Vereorgungsleitung lg 

und-der Takterzeugerschaltung 7 verbunden,(die Ver- und einer Masseleitung 3g und proportional zu einem 

sorgungsieitung 1 f und die Masseleitung 3f an die Oszil- Abstand eines Abschnitts, in dem die Leitungen lg und 
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3g parallel zueinander verlaufen. 

Die Gegeninduktivitat wird erhoht wenn der Ab- 
stand zwischen den Leitungen Ig und 3g redaziert und 
der parallele Abscfanitt verlangert wird, was zu den In- 
duktivitaten der Versorgungsleitung und der Masselei- 5 
tung (hauptsachlich Selbstinduktivit&t) in jeder der vor- 
ausgehenden Ausfuhrungsformen hinzugefQgt werden 
kana Dementsprechend ist der LC-Fflter der Versor- 
gungsleitung lg und der Masseleitung 3g in dieser inte- 
gnerten Halbleiterschaltungseinrichtung so effektiv, 10 
daB die elektromagnetischen Interferenzen effizienter 
als in den oben genannten AusfGhrungsformen behan- 
delt werden kdnnen. 

Patentanspruche is 

1. Integrierte Halbleiterschaltungseinrichtung rait: 
einer Schaltungseinhrit (5) mit einer CPU (5b), 
einem Bus (8), der so verdrahtet ist, daB er die 
Schaltungseinhrit umgibt, 20 
AnschluBkontaktf&chen (9), die auBerhalb des Bus- 
ses (8) angeordnet sind, und 

einer Leitung fur ein fixiertes Potential (la ... 1 3a 
. . . ), die von einer AnschluBkontaktflache (2, 4) mit 
fixiertem Potential zur Sdialtungseinheit (5) ver- 25 
lauft dadurch gekennzeichnet, daB die Leitung fur 
ein fixiertes Potential (la ...» 3a ... ) einen verlan- 
. gerten Abschnitt zum Vergrofiern ihrer parasitaren 
Induktivitat aufweist 

2. Integrierte Halbleiterschaltungseinrichmng mit: 30 
einer Sdialtungseinheit (5) mit einer CPU (5b), 
einem Bus (8), der so verdrahtet ist, daB er die 
Sdialtungseinheit (5) umgibt 
AnschluBkontaktflachen (9), die auBerhalb des Bus- 
ses (8) angeordnet sind, 35 
einer Oszillatorschaitung (6) zur Erzeugung von 
Pulsen, 

einer Takterzeugerschaltung (7) zum Erzeugen von 
Systemtakten aus den in der Oszillatorschaitung (6) 
. erzeugten Pulsen, und einer Leitung fur ein fixiertes 40 
Potential (lc . . . , 3c . . . ), die von einer AnschluB- 
kontaktflache mit fixiertem Potential zur Oszilla- 
torschaitung (6) verlauft, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Leitung fur ein fixiertes Potential (lc .... 3c 
... ) einen Abschnitt aufweist, der zur VergroBe- 45 
rung der parasitaren Induktivitat derselben ausge- 
dehnt ist 

3. Integrierte Halbleiterschaltungseinrichtung mit: 
einer Sdialtungseinheit (5) mit einer CPU (5b), 
einem Bus (8), der so verdrahtet ist, daB er die 50 
Schaltungseinheit(5) umgibt, 
AnschluBkontaktflachen (9), die auBerhalb des Bus- 
ses (8) angeordnet sind, 

einer Oszillatorschaitung (6) zum Erzeugen von 
Pulsen, 55 
einer Takterzeugerschaltung (7) zum Erzeugen von 
Systemtakten aus den in der Oszillatorschaitung (6) 
erzeugten Pulsen, und einer Leitung fur ein fixiertes 
Potential (Id ...» 3d ... X die sich von einer An- 
schluBkontaktflache mit fixiertem Potential zur 60 
Takterzeugerschaltung erstreckt dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Leitung fur ein fixiertes Potential 
\' (Id . . . , 3d . . . ) einen Abschnitt aufweist, der zur 
. . VergrdBemng der parasitaren Induktivitat dersel- 
ben ausgedehnt ist 65 

4. Integrierte Halbleitei^haltimgseinrichtung nach 
einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzetch- 
net, daB die Leitung for ein ^ertes Poteritial (la, c, 
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d,...,3a,c,d...)in der Peripherie der Sdialtungs- 
einheit (5) ausgedehnt ist 

5. Integrierte Halbleit rschaltungseinricbtung nach 
einem der Ansprftche 1 bis 4, dadurch gekennzeich- 
net daB die Leitung fur ein fixiertes Potential (lb . . . 
, 3b . . . ) in der Peripherie der Schaltungseinheh (5) 
um mehr als % Umf ang ausgedehnt ist 

6. Integrierte HaMdterschaltungsemrichtung mit: 
einer Schaltungseinheh (5) mit einer CPU (5b), 
einem Bus (8), der so verdrahtet ist daB er die 
Schaltungseinheh (5) umgibt, 
AnschluBkontaktflachen (9), die auBerhalb des Bus- 
ses (8) angeordnet sind, 

einer Oszillatorschaitung (6) zum Erzeugen von 
Pulsen, 

einer Takterzeugerschaltung (7) zum Erzeugen von 
Systemtakten aus den in der Oszillatorschaitung (6) 
erzeugten Pulsen, und einer Leitung fur ein fixiertes 
Potential (la . , 3a . .'. \ die sich von einer An- 
schluBkontaktflache (2, 4) mit fixem Potential zur 
Takterzeugerschaltung (7) hin erstreckt dadurch 
gekennzeichnet daB 

die Leitung fflr ein fixiertes Potential durch das 
Innere der Sdialtungseinheit verlauft um so eine 
parasitare Induktivitat derselben zu vergroBern. 

7. Integrierte Halbleiterschaltimgseinrichtung mit: 
einer Sdialtungseinheit (5) mit einer CPU (5b), 
einem Bus (8), der so verdrahtet ist daB er die 
Sdialtungseinheit (5) umgibt 
AnschluBkontaktflachen (9), die auBerhalb des Bus- 
ses (8) angeordnet sind, 

einer Oszillatorschaitung (6) zur Erzeugung von 
Pulsen, 

einer Takterzeugerschaltung (7) zum Erzeugen von 
Systemtakten aus den in der Oszillatorschaitung (6) . 
erzeugten Pulsen, und einer ersten Leitung fflr ein 
fixiertes Potential (la ... % die von einer ersten 
AnschluBkontaktflache (2) mit fixiertem Potential 
zur Takterzeugerschaltung verlauft, und 
einer zweiten Leitung fur ein fixiertes Potential (3a 
. . . % die von einer zweiten AnschluBkontaktflache 
(4) mit fixiertem Potential zur Takterzeugerschal- 
tung verlauft dadurch gekennzeichnet daB 
die erste Leitung fQr ein fixiertes Potential (la ... ) 
mit der Takterzeugerschaltung verburiden ist wah- 
rend eine der ersten und zweiten Ldtungen fflr ein 
fixiertes Potential neben und parallel zu der ande- 
rei* Leitung fur ein fixiertes Potential verlauft 

8. Integrierte Halbleiterschaltungseinrichtung nach 
. Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet daB wenig- 
stens einTeil, der linger als die Halfte der vollstan- 
digen Lange von einer der ersten und zweiten Lei- 
tungen fflr ein fixiertes Potential (la . . . , 3a . . . ) ist* 
neben und parallel der anderen Leitung verlauft 
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ZBCHNUNGEN SETTE 4 
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Int CI.*: 

Off nlegungstag: 



H OI L 23/66 
24. October 1S96 
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ZEJCHNUNGEN SETTE 5 Nlimmer. 0El|S53ft6$7 At 

Int Gi 6 : ft'©** W66 

Offenlegungstag: 24. Oktober 1 936 
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ZSCHNUNGEN SETTE 6 Niimmer: DE 195 40 647 A1 

Inta. 6 : H01L 23/66 

Off nl gungstag: 24. Oktober 1996 
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ZEtCHNUNGEN SEITE 7 
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ZBCHNUN6EN SETTE 8 Numrhen OE i35%Q!&7 t ?A1 

IntCI. 6 : H 01 L 23/66 

Offenlegungstag: 24. Oktober 1936 
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ZBCHNUNGEN SEfTE 9 



IntfcL 6 : 

Offenlegungstag: 
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ZBCHNUNGEN SEFTE 10 
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ZEJCHNUNGEN SETTE 11 
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ZEICHNUNGEN SEtTE 12 
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FIG. 12 
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ZEICHNUNGEN SETTE 13 Nummei. D'E?195W'6*7. A1 

Int. CI. 6 : « OriT a/66 

Offenlegungstag: 24. Oktober 199B 
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zaCHNUNGEN SEJTE 14 Nummer: DB^95 f 4p y e47 A1 

IntO. 6 : H01L ii/66 

Offenlegungstag: 24. Oktobar 1886 
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